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Анотація 
Проведено аналіз експерементального дослідження перехідних характеристик 

двозатворного МДН транзистору. Побудовані графіки залежностей перехідних 
характеристик при різних видах керування переходами. 

Ключові слова: МДН, транзистор, MOSFET, характеристика, стік, заслін, витік 
 
Abstract 
The analysis of the experimental study of transient characteristics of a two-gate MOS transistor 

is carried out. Constructed graphs of dependencies of transient characteristics for different types of 
transition control. 

Ключові слова: MOSFET, transistor, characteristic, source, gate, drain 
  

Вступ 
МДН-транзистор — напівпровідниковий прилад, що як базовий фізичний принцип         

використовує ефект поля. Типовий МДН-транзистор складається з МДН-структури, та двох          
p—карманів для електродів джерела та стоку. Металічний управляючий електрод називається          
затвором, а напівпровідниковий — підкладкою. Відомо, що МДН-структури мають три режими           
роботи: збагачення або акумуляції; слабкої інверсії та сильної інверсії [1]. 

 
Метою роботи є дослідження перехідних характеристик транзистора МДН структури на          

прикладі кремнієвого планарного польового МДН транзистора з двома ізольованими затворами          
і з вбудованим каналом n-типу КП327А. 

  
Результати дослідження 

Таблиця 1 - Статистичні дані дослідження перехідних характеристик при керуванні за           
першим затвором 
Uз1,В -1 -0,8 -0,4 0 0,2 0,8 1,5 2,1 2,4 При 
Ic1,мА 2 22,1 24,2 24,7 25 24,7 23,5 20,5 21 Uз2=2 В 
Ic2,мА 3 15,8 17 17 17,8 17,7 16 13,6 14,5 Uз2=3 В 
Ic3,мА 3,6 12 12 13 14 14,2 13,5 11,5 11 Uз2=3,6 В 
Ic4,мА 5,6 6,5 6,7 7 7 7,3 8,4 5,6 5,5 Uз2=5,6 В 
 



 
Рисунок 1 - Графік перехідних характеристик при керуванні за першим затвором 

 
На графіку видно, як 4 різні залежності різко збільшуються, досягнувши певного рівня, а             

після цього змінюються незначним чином. В кожної лінії цей рівень відрізняється 
 
Таблиця 2 - Статистичні дані дослідження перехідних характеристик при керуванні за           

другим затвором 
Uз2,В 1,4 2,6 3 3,6 4,4 5 5,6 6,7 При 
Ic1,мА 0,5 25 21 17 14 11 9,4 5 Uз1=0,5 В 
Ic2,мА 1 25 21 17 14 11 9 4,5 Uз1=1 В 
Ic3,мА 1,9 24 18,8 15,8 13,5 10,8 8,7 4,5 Uз1=1,9 В 
Ic4,мА 2,1 23 18,6 15,6 12 9,5 7,5 4,2 Uз1=2,1 В 
Ic5,мА 2,4 22,9 18,5 15,5 12,9 9,4 7,4 4,1 Uз1=2,4 В 

 

 
Рисунок 2 - Графік перехідних характеристик при керуванні за другим затвором 

 



На графіку видно, як 4 різні залежності різко збільшуються, досягнувши певного рівня, а             
після цього змінюються починають спадати. В кожної лінії цей рівень відрізняється незначним            
чином 

 
Висновки 

Було досліджено польовий транзистор КП327А, зокрема його вихідні та перехідні          
характеристики. З отриманих значень було встановлено, як впливає напруга затвору на вихідні            
характеристики та як впливає на перехідну характеристику прикладання напруги до першого           
та другого затворів. На графіку вихідних характеристик видно вихідні характеристики, які           
збільшуються в залежності від напруги стік-витік і незначним чином відрізняються один від            
одного. Ця різниця пояснюється різною прикладеною до затвору напругою. На графіку           
перехідних характеристик при керуванні за першим затвором видно, як 4 різні залежності різко             
збільшуються, досягнувши певного рівня, а після цього змінюються незначним чином. В           
кожної лінії цей рівень відрізняється. Подібне спостерігається й на графіку перехідних           
характеристик при керуванні за другим затвором, але цей рівень відрізняється менше і після             
його досягнення струм починає спадати. 
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